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【はじめに】Si中に希土類元素 Ceを添加した P型の Si:Ce薄膜が強磁性的な挙動を示すことから、Si

系希薄磁性半導体として Ce添加による電気的、磁気的特性への影響について興味を持って研究を行

っている[1]。これまで、低温成長プロセスによって高い結晶性を有し、かつ Ceが均一に分散した

試料を得ることに成功しているがそれらの試料は低温成長に起因する点欠陥によって N型の伝導特

性を示す[2]。また、Si:Ce成長時の３倍周期再構成表面を利用することによって、N型ではあるもの

の欠陥を低減した高濃度 Ceドーピング試料の作成が可能であることも明らかにした[3]。今回、そ

のような試料を用いて磁気輸送特性を詳細に評価したところ、室温で異常な Hall起電圧を観測し、

これが静磁場印加によって生じる起電力（磁場誘起起電力）によるものであることが明らかになっ

た。 

【実験方法及び結果】Si:Ce薄膜は固体ソースMBE法を用

いて P型 SOI(001)基板上に作製した。Ce濃度や成長速

度は k-cellの温度によって制御した。成長中の表面形態、

および表面再構成の形成過程は RHEEDを用いて観察

した。製膜後、ホール効果素子に加工し、磁気伝導特

性の評価を行った。 

【結果及び考察】Ce濃度 1.2 at.%の試料をチャネル長 50 m

のホール効果素子に加工し、ホール効果測定を行った。

測定電流 1 Aの場合、印加事場に対して線形な Hall

起電圧が観測され、キャリア濃度を計算すると 5×10
16

 

cm
-3であった。一方で、測定電流 10 nAで Hall効果測

定を行ったところ Fig. 1に示すように正磁場、負磁場両

側で同符号の Hall起電圧が観測された。この原因を明

らかにするために、磁場印加による電圧の変化を詳細

に測定した。Fig. 2に、電流を流していない状態での磁

場による電圧の変化を示す。正磁場、負磁場両側にお

いて、20 V程度負の方向に電圧がシフトしており、磁

場誘起起電力が生じていることが分かる。講演では、

この起電力と Ce濃度、キャリア濃度の相関について議論する。 
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Fig.2 Magnetovoltaic effect of Si:Ce 
thin films at 0.7 T and -0.7 T 

Fig.1 Change in the Hall voltage  
against the applied magnetic field 
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